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 باشد.می CMOS 18/0ی و در پروسه GHz 9/4در فرکانس  W 2/0ی کنندههدف طراحی یک تقویت (1

 در نظر بگیرید.( AB)کلاس کاری را  باشد. %10کننده باید حداقل پهنای باند نسبی این تقویت

های بهینه امپدانس Source-Pull و Load-Pull)الف( با در نظر گرفتن ملاحظات پایداری، با استفاده از 

Load  وSource مقدار توان ورودی مورد نیاز برای ،Compression dB 3،  مقدار مقاومت سری قرار

 را در یک جدول گزارش نمایید. و سایز ترانزیستور انتخاب شده گرفته در گیت برای پایدار سازی

مد  X dB Compressionدر  Source-Pull و Load-Pull)توجه نمایید که برای این قسمت کانتورهای 

 (، لذا در گزارش خود این کانتورها را ضمیمه نمایید.باشدنظر می

 %10و  %10)ب( ترانزیستور انتخاب شده در بند )الف( را برای عملکرد صحیح در پهنای باند نسبی 

تغییرات توان ورودی )نسبت به توان ورودی انتخاب شده در بند )الف(( با یک مدار معادل مدل 

پارامترهای مدار معادل خود را  Sو  ها گزارش نماییدنمایید. )مدار معادل نهایی خود را با مقادیر المان

ی در فرکانس مرکزی نشان دهید کردن توان ورود Sweepپارامترهای ترانزیستور مقایسه نمایید. با  Sبا 

 تغییرات توان ورودی دقیق است.( %5که مدل شما به ازاء 

ی غیرخطی ترانزیستور را به صورت یک چند )ج( با استفاده از مدل بدست آمده در بند )ب( معادله

 بدست آورید. 3ای درجه جمله

بدست  IIP3را بدست آورید و مقدار آن را با  IIP3ی بدست آمده در بند )ج( )د( با استفاده از نتیجه

 آمده از مدل واقعی پروسه مقایسه نمایید.
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 18/0ی و در پروسه GHz 8/1در فرکانس  W 1/0با توان  Eی کلاس کنندههدف طراحی یک تقویت (2

CMOS مدار معادل این تقویت کننده در شکل زیر داده شده است: باشد.می 

 

( به صورت پارامتریها شکل موج ولتاژ و جریان درین را )دیفرانسیل و حل آن )الف( با نوشتن معادلات

  (.باشدمی الزامیبدست آورید. )حل معادلات 

𝑛)ب( شکل موج ولتاژ و جریان درین را برای حالت  = 𝑛)منظور از  به صورت نرمالیزه رسم نمایید. 4 =

 اند!(تنظیم شده 8𝑓0در برای رزونانس  Cو  Lحالتی است که  4

𝑛را برای  𝑉𝐷𝐷و  𝑃𝑜𝑢𝑡را بر حسب  𝐶𝑋و  R ،L ،C( مقادیر ج) =  بدست آورید. 4

𝑛حالت ی اصلی ولتاژ و جریان دیده شده توسط ترانزیستور را برای )د( اختلاف فاز بین مولفه = 4 

 بدست آورید.

𝑛حالت ( را برای Even Harmonic Class E)هـ( ماکزیمم فرکانس کاری مدار داده شده ) = دست ب 4

 آورید.
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تک  یرا به صورت یک طبقه Eی کلاس )و( مدار درایور لازم برای اعمال سیگنال مربعی به طبقه

را گزارش  Source-Pull و Load-Pullکانتورهای  طراحی نمایید. Overdriven Class AB ترانزیستوری

 نمایید.

اهم در  50و برای بارهای  ADSرا با استفاده از ( Overdriven Class AB + Class E)ز( مدار کلی )

 باشد:گزارش موارد زیر در مدار نهایی الزامی می طراحی نمایید.ورودی و خروجی 

 ی دومشکل موج ولتاژ و جریان گیت و درین ترانزیستور طبقه 

 ی اولشکل موج ولتاژ و جریان گیت و درین ترانزیستور طبقه 

  توان خروجی وPAE کل مجموعه 

  پارامترهایS کل مجموعه 

 IIP3 کل 

 هاهای تطبیق استفاده شده در ورودی، خروجی و بین طبقات به همراه مقادیر المانشبکه 

  دوایر پایداری کل مجموعه و پارامتر𝜇  

 

 

 

 


